Studium povrchové drsnosti tenkych vrstev po Gpraveé
iontovym leptanim

Tenkovrstvé materidly na bazi kobaltu nebo jeho sloucenin, jako napf. platina-
kobalt-hlinik (Pt/Co/Al) a podobné, maji vyuziti ve spintronice jako magneticka tunelovaci
hradla nebo senzory. Takové materidly pripravujeme pomoci tzv. magnetronového
naprasovani, kde mlzeme rist vrstvy s tloustkou v fadech jednotek nanometrll. Dilezity
parametrem kromé tloustky jednotlivych vrstev je i hrubost rozhrani mezi jednotlivymi
vrstvami. Iontova implantace helia nebo galia méni tzv. magnetickou anizotropii, protoze
zplsobuje vétsi promichani rozhrani. Takova modifikace se déla az nasledné po ristu.
Rozhrani Ize ale také modifikovat iontovym leptanim za pomoci argonu, které probiha
pfimo v ramci rdstového procesu. Vyhodou je, Ze argon je plyn, ktery se bézné pouziva pfi
magnetronovém naprasovani a neni tedy potfeba modifikovat pristroj nebo vytahovat
vzorek z vakuové komory. Princip spociva v priprave tlustsi vrstvy a nasledném oleptani
do pozadované tloustky. Parametry leptaciho procesu pak urcuji vlastnosti rozhrani.

Cilem projektu je zkoumat povrch oleptanych tenkych vrstev a charakterizovat jeho
hrubost, homogenitu a vliv na magneto-optické vlastnosti. Pouzité metody budou
spektroskopicka elipsometrie a mikroskopie atomarnich sil (AFM). Spektroskopicka
elipsometrie je v dneSni dobé hojné vyuzivanou technikou pro nedestruktivni studium
optickych parametrl materialu, jako jsou index lomu, extinkcni koeficient a vlastnosti
rozhrani. AFM slouzi ke skenovani a trojrozmérnému zobrazeni povrchu materialu.

Student se v ramci projektu naudi zaklady spektroskopické elipsometrie a metody
AFM, kde stanovi povrchové parametry vzorkl oleptanych argonovym leptanim. Cilem je
zjistit zavislost hrubosti povrchu na parametrech leptani a korelovat vysledky zjisténé
obéma pouzitymi metodami s magneto-optickymi mérenimi vyslednych tenkych vrstev.
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Vievo: schématické usporadani méreni elipsometrie. Vpravo.: schéma mikroskopie atomarnich sif
V pripadé zajmu nebo dotazu, nevahejte mne kontaktovat:
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